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1. Sabendo que W1/L1 = 20/0.5, I1 = 200 μA, VTHN = 0.84 V,  kPN = 103 μA/V2, λ= γ = 0 : 

 (i) Calcule o valor de VO no circuito (a) para que Vi = 1.5 V; 

(ii) Supondo que I1 seja realizado por M2 como mostrado no circuito (b), encontre o 

valor mínimo de W2/L2 para o qual M2 permanece saturado. 

 
 
 
2. Supondo que a chave da Fig. (a) seja complementar, como na Fig. (b), calcule as 

larguras WN e WP dos transistores de forma que a resposta vo(t) ao degrau vin(t) = u(t) V 

seja igual a 0.999V em t = 1 ns, como mostrado na Fig. (c).  Assuma kPN = 103 μA/V2, kPP 

= 35.6 μA/V2, VTHN = 0.84 V, VTHP = − 0.73 V, LN = LP = 1 μm, VDD = 5V, C = 100 fF,   

kPP WP / LP = kPN WN / LN. 
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